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【緒言】スパッタリングでの金属薄膜作製の際、ターゲット表面で反跳した希ガスが、薄

膜中に取り込まれる現象が知られている。それを防ぐため、本来ターゲット金属と希ガス

の質量数の差が小さいのが望ましいが、一般的にはどの金属に対しても Arガスが用いら

れている。本研究では、Arガスに加えて、質量数が Agにより近い Krガス中での成膜を行

い、Ag薄膜の特性を比較した。 

【実験方法】DCマグネトロンスパッタリング法により、ガラス基板上に厚さ 150 nmの Ag

薄膜を作製した。スパッタには Arガスまたは Krガスを使用し、ガス圧はいずれも 2 

mTorrとした。成膜時の電流値は 0.01～0.18 Aの範囲で変化させ、最適化を図った。得ら

れた膜の電気抵抗率を四探針法、結晶子径を XRDにより Ag（111）回折ピークから求め

た。 

【結果と考察】Fig.1は Ar、Kr中でスパッタ電流値を変化させた場合の Ag薄膜の電気抵

抗率である。0.06 Aで最も低い抵抗率を示し、Ar中では 3.1 μΩcm、Kr中では 2.1 μΩcm 

であった。したがって Krを用いることにより、抵抗率を Ar中で成膜した Ag薄膜に比べ

格段に低くすることができる。Fig.2は作製した Ag薄膜の結晶子径である。結果から、Kr

スパッタ膜が非常に大きな値を示すと判明した。一般に結晶子径が小さいと粒界が多くな

り抵抗率も上昇するので、Fig.1でみられた抵抗率の差は、結晶子径の差と対応している

ことがわかった。 

Fig.1 The electrical resistivity of Ag films. Fig.2 The crystallite size of Ag films. 
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